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(57) Abstract^JPie invention relates to a method for the production of a memory cell, a memory cell and a memoiy cell arrangement 
According to the inventive method for the production of a memory cell, a first electrically conductive area (3 1 1) is formed in and/or on 
a substrate (301). A second electrically conductive area (3 12) is also formed at a given distance from the first electrically conductive 
area such that a cavity (321) is formed between the first and second electrically conductive areas. The first and second electrically 
conductive areas are configured in such a way that when a first voltage is applied to the electrically conductive areas, a structore is 
formed &om material fix>m at least one of said electrically conductive areas, at least partially bridging over the distance between the 
electrically conductive areas. When a second voltage is applied to the conductive areas, the material of the stmcture at least partially 
bridging over the distance between the electrically conductive areas recedes. 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ah- 
kiirzimgen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Speicherzelle, eine Speicherzelle und eine Spei- 
cherzellen-Anordnung. Bei dem Verfahren zum Herstellen einer Speicherzelle wird in und/oder auf einem Substrat (301) ein erster 
elektrisch leitfahiger Bereich (311) ausgebildet. Femer wird ein zweiter elektrisch leitfahiger Bereich (313) in einem voigegebenen 
Abstand zu dem ersten elektrisch leitfdhigen Beieich derart ausgebildet, dass zwischen dem ersten und dem zweiten elektrisch leit- 
fahigen Bereich ein Hohkaum (321) gebildet wird. Der erste und der zweite elektrisch leitfUhige Beieich werden derait eingerichtet, 
dass bei Anlegen einer ersten Spannung an die elektrisch leitf^gen Bereiche aus Material von mindestens einem der elektrisch 
leitfdhigen Bereiche eine den Abstand zwischen den elektrisch leitf^igen Bereichen zumindest teilweise liberbriickende Struktur 
gebildet wild. Bei Anlegen einer zweiten Spannung an die elektrisch leitfahigen Bereiche wild Material einer den Abstand zwischen 
den elektrisch leitfahigen Bereichen zumindest teilweise tibeibrtkrkenden Struktur zurttckbildet 



